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微机电系统(MEMS)技术
基于光学干涉的 MEMS微结构

残余应变测量方法

1 范围

本标准规定了基于光学干涉显微镜获取的微双端固支梁结构表面形貌进行残余应变测量的方法。
本标准适用于表面反射率不低于4%且使用光学干涉显微镜能够获取表面形貌的微双端固支梁

结构。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3505 产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 术语、定义及表面结构参数

GB/T26111 微机电系统(MEMS)技术 术语

GB/T26113 微机电系统(MEMS)技术 微几何量评定总则

GB/T34893—2017 微机电系统(MEMS)技术 基于光学干涉的 MEMS微结构面内长度测量

方法

3 术语和定义

GB/T3505、GB/T26111和GB/T34893—2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
残余应变 residualstrain
存在于材料、结构内部因塑性变形、不均匀温度分布、不均匀相变而形成的并保持平衡的内应变。

4 测量方法

4.1 总则

4.1.1 微双端固支梁由于工艺引入的残余应力,导致梁结构发生弯曲变形,通过弯曲变形的测量获取

微双端固支梁内的残余应变,如图1所示。
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